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3.1 Kristallpraparation

Aus der Natur

Magnetit: Fe;O,
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3.1 Kristallpraparation

Czochralski-Verfahren

innerhalb des Ostwald-Miers-Bereiches, in dem keine
spontane Keimbildung stattfindet
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3.1 Kristallpraparation

Solid-Phase-Epitaxy

single crystal amorphous SPE sn_1glc_ clrg{rstal
substrate layer epitaxial layer
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’l > kein Oberflachen-, sondern
| Interface-Wachstum
|
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1000 A ... um amorphe Schicht, aber auch Sputter-geschadigte Schicht auf Einkristall.

* Bsp.: Amorphes Si auf Si(100)

« Anwendung: Buffer-Schichten flr stark verspannte Systeme
GaN / Saphir(001) mit Gitterfehlanpassung 14%

Beobachtung des Wachstums mit
optischer Interferometrie

¢-Si

reflectivity

— probe laser

SPE time
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3.1 Praparationsverfahren

Ubersicht:

During treatment Final

Tempern:

Chemische Reaktion:
(Atzen, Aufdampfen,
-wachsen: MBE, CVD)

¢ Chemical processing

lonen-Sputtern:

d lon sputtering
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3.1 Praparationsverfahren:Spalten entlang von Hochsymmetrierichtungen

Wedge

~

,Sprode” Materialen: z.B. ZnO, TiO,, NiO, NacCl, Si,

Cleaved Sample Ge, GaAs, InP
Surface
Ssupport Mégliche Spaltflachen:
(0001) Si, Ge GaAs
Beispiel: Zn0 (Diamantgitter)  (Zinkblendegitter)

ZnO-0Oberflache (hexagonalé
Waurtzit-Struktur)
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3.1 Praparationsverfahren

Chemische Reaktion:

3] T | T | T | T | T
Beispiel: Wolframoberflache _t Close the Oxygen-leak-valve
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Single: T~ 2000 K UHV
VA

Surface Science 604 (2010) L1-L3
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3.1 Praparationsverfahren : lonen-Sputtern und Tempern

-
Argon Supply i Lens Deflection Sample

0, om & |
o Ar* -lonen
| E..=0,5-3keV

g Cathod &
Exractor £ i Typ. Ausbeute: 0,5 - 5
E ) Grid Oberflachenatome / Ar*-lon

i

Beam Energy —T-

i

. Materialabtrag durch Stof3e.

Pump

|—||-|H—l—,—

. Notwendig: Ausheilen der Sputterschaden (amorphe Lage) durch Tempern
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3.1 Praparationsverfahren : Aufdampfen - Epitaxie

Verdampfung mittels Knudsenzelle:

Molekularstrahlepitaxie S
(Molecular beam epitaxy - MBE) a
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3.2 Chemische Oberflachenanalyse : Auger Spektroskopie (AES)

Abregung eines Rumpflochzustands
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%’ of states

Primarprozess:
lonisation des Atoms mit hv oder Elektron
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Rumpfloch hat Lebensdauer 1
Energiebreite AE~h /1
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definierte kinetische Energie E
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3.2 Chemische Oberflachenanalyse : Auger Spektroskopie (AES)

Epuger ISt elementspezifisch und kann zur Bestimmung der Elementzusammen-setzung verwendet werden
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3.2 Chemische Oberflachenanalyse : Auger Spektroskopie (AES)

HANDBOOK OF AUGER ELECTRON SPECTROSCOPY

Carbon, C &:5:6
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PHYSICAL ELECTRONICS INDUSTRIES 13
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3.2 Chemische Oberflachenanalyse : Auger Spektroskopie (AES)

HANDBOOK OF AUGER ELECTRON SPECTROSCOPY

Oxygen, O &t 8
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3.2 Chemische Oberflachenanalyse : Auger Spektroskopie (AES)

Cu(110)-surface
| before cleaning
after cleaning |

-M”W LVV
0 200 400 600 800 1000
Electron energy / eV

Differentiated signal (arb. units)

Empfindlichkeit eines guten AES liegt bei 1% einer Atomlage.

Bei unterschiedlichen Energieen schaut man mittels AES unterschiedlich tief in die
Oberflache hinein!
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3.2 Chemische Oberflachenanalyse: Rontgenphotoelektronenspektroskopie (XPS)
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Gold XPS wide scan spectrum
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